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Métodos de caracterizacdo de chaveamento de resisténcia wn
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Curva corrente vs tensdo com
transicoes de resisténcia.

Introdugdo: Chaveamento de resistencia (RS) Procedimentos de medidas desenvolvidos
Defini¢do: ~ Mudangas  reversiveis  da Tempo de conformagao com tensao constante
resisténcia elétrica em isolantes induzidas
por campos elétricos externos. Conformagdo: mudanga estrutural e elétrica irreversivel
- pela aplicagéo de tensdo até gerar uma mudanca brusca
Mecanismos: na resisténcia.
e Surgimento de canais de condugéo " ! Variagéo da resisténcia ={
elétrica: alteragao da estrutura local : Sowoned apds conformacgéo o
e Criag&o de vacancias de oxigénio e ~10 MOhms wm
! e Formagéo de canais com carater metalico. ol :
Vo o Aquecimento local por efeito Joule, difuséo : P —— § ,

idnica, decomposigao dos canais metdlicos

. Qoncentragéo e tipos de defeitos ou /] = s ,A
impurezas. et \N*M
g - . ey

e Tensao de Conformacao: alteragéo da estrutura original, inicializagéo e Oxido de c.obre eletrodepositado 106000
e Tensado de Reset: define estado de alta resisténcia (HRS) e Espessura: 350nm 2R B Sm R

e Set: define estado de baixa resisténcia (LRS) [ e Tens&o de conformagéo: 20V e
o~ 4 . ~ . ~ .
= (LRS)(HRS)~ 10 Variagdo da resisténcia no Curvas fluxo vs. carga
Objetivos processo de conformagﬁo com | Modelo semi-empirico entre fluxo elétrico e carga
t ~ tant normalizada proposta por Picos e Roldan, onde Q e
ensao constante @ & sao, respectivamente, carga e o fluxo até o
e Desenvolver recursos experimentais para caracterizagdo ] processo de conformagéo
o .« A . 1 r — = W o n
elétrica e para o estudo do chaveamento de resisténcia ] LAY e Q@ = Qrorming(@/Prorming)
L 3 . .
e Explorar as possibilidades de caracterizagéo para filmes  _ ] S R
L. . E —@- resisténcia apos conformagio
de 6xido de cobre e alumina. g omi e e | 0
. . . § \ o 1N\ s00™s _
e Identificar e resolver problemas experimentais. 1 WA g—jdmd o
e , g Lo ANATR g, xido de Cobre:
e Comparar resultados com bibliografia. ! AV , v Ef‘ +Espessura: 250nm
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Metodologia e amostras w0
- e Pré-conformagao/LRS: 100-10°
e Multiplas transigbes o0 i 10
e Corrente maxima na amostra de 0.1 mA oy

Curvas | contra V pré-conformacgao: propriedades de tunelamento

o Propriedades de
o 150 ciclo_curto
tunelamento (altura da
Gerador de pulso 10m e barreira de energia),
200 apos sucessivos
I 500,00 - .
2 o g £ ciclos.
g 5 0] mm— a0 | o Supbe-se que reflete
o s o ~
s modificagdo da
estrutura eletronica
au0n Adm - local devido ao
W T T e deslocamento de
S P 2 . H : ions.

tensao
Medida de chaveamento em 6xido de aluminio

Aplicou-se pulsos de tenséo de 5V 0,5s de largura no aluminio estimulando umé transicao de

estado de resisténcia, mediu-se a resisténcia apos cada pulso HRS ~6500Q
. TchaveaSy = Aumina

r — LRS: ~600Q
. Qxido de Cobre 250nm: Eletrodeposigéo (1)
e Oxido de Cobre 350nm: Eletrodeposigao (2)
e Oxido de aluminio nativo em filmes 5~10nm:(3)

Resistenca (Chms)

= 0] o Alumina
Resultados e conclusodes ! » Espessura: 5-10nm
| ] o Vpp: 12V
- Os recursos experimentais desenvolvidos mostraram- I T T I N
se adequados ao estudo de fendmenos de | Apds~ o 3802 pulso Histograma de resisténcia
chaveamento de resisténcia. a transicdo ocorre regularmente.
- Entretanto a alta dispersdo dos resultados indica Referéncias
condi¢des nao ideais. V' Applied Physics Reviews 2, 031303 (2015); doi: 10.1063/1.4929512
- Necessidade de reavaliar método de pontos de V' R. Picos, J. B. Roldan, M. M. Al Chawa, Et Al., Semiempirical Modeling of Reset

contato. Transitions in Unipolar Resistive-Switching Based Memristors



